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(54)发明名称

低频闪的发光二极管驱动电路

(57)摘要

低频闪发光二极管驱动电路，具有一驱动电

源、一侦测单元、一储能单元以及一控制单元。驱

动电源耦接发光二极管的输入端。侦测单元耦接

发光二极管的输出端，用以根据发光二极管的输

出产生一侦测信号。储能单元可透过一充电路径

与驱动电源耦接，以及透过一放电路径与发光二

极管的输入端耦接。控制单元耦接侦测单元、充

电路径和放电路径，用以根据侦测信号决定充电

路径与放电路径是否导通。借此当发光二极管驱

动电流发生改变，而由侦测单元检知时，一额外

的驱动电流会被补偿给发光二极管，降低频闪问

题。
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1.一种低频闪发光二极管驱动电路，其特征在于，包括：

一驱动电源，耦接一发光二极管的一输入端；

一侦测单元，耦接该发光二极管的一输出端，该侦测单元根据该发光二极管的输出产

生一侦测信号；

一储能单元，透过一充电路径与该驱动电源耦接，以及透过一放电路径与该发光二极

管的该输入端耦接；以及

一控制单元，耦接该侦测单元、该充电路径与该放电路径，该控制单元根据该侦测信号

决定该充电路径与该放电路径是否导通；

该控制单元还包括：

一开关，具有一第一端、一第二端以及一控制端，其中该开关的该第一端与该充电路径

耦接，该开关的该第二端与该放电路径耦接；

一分压电路，具有一第一端、一第二端以及一串接点，其中该分压电路的该第一端与该

充电路径耦接，该分压电路的该串接点与该开关的该控制端耦接；以及

一第一晶体管开关，具有一第一端、一第二端以及一第三端，其中该第一晶体管开关的

该第一端与该分压电路的该第二端耦接，该第一晶体管开关的该第三端与一接地电压耦

接；

该侦测单元还包括：

一第三二极管，其中该第三二极管具有一阳极端和一阴极端，其中该第三二极管的该

阳极端和该发光二极管的该输出端耦接；以及

一第二晶体管开关，具有一第一端、一第二端以及一第三端，其中该第二晶体管开关的

该第一端和该第一晶体管开关的该第二端耦接，该第二晶体管开关的该第二端和该第三二

极管的该阳极端耦接，该第二晶体管开关的该第三端和该第三二极管的该阴极端耦接。

2.根据权利要求1所述的低频闪发光二极管驱动电路，其特征在于，其中该充电路径还

包括一第一二极管，其中该第一二极管的阳极端与该驱动电源耦接，该第一二极管的阴极

端与该储能单元和该开关的该第一端耦接。

3.根据权利要求1所述的低频闪发光二极管驱动电路，其特征在于，其中该放电路径还

包括一第二二极管，其中该第二二极管的阳极端和该开关的该第二端耦接，该第二二极管

的阴极端和该发光二极管的该输入端耦接。

4.根据权利要求1所述的低频闪发光二极管驱动电路，其特征在于，其中该第一晶体管

开关为一NPN型双载子晶体管，该第二晶体管开关为一NPN型双载子晶体管，以及该开关为

一P型金氧半场效晶体管。

5.根据权利要求1所述的低频闪发光二极管驱动电路，其特征在于，其中该储能单元为

一电容。

6.根据权利要求1所述的低频闪发光二极管驱动电路，其特征在于，

其中该发光二极管为一包括多个发光二极管的发光二极管串。

7.根据权利要求6所述的低频闪发光二极管驱动电路，其特征在于，

该侦测单元是与所述多个发光二极管中其中一发光二极管的输出端耦接，以根据该发

光二极管的输出产生该侦测信号。

8.根据权利要求6所述的低频闪发光二极管驱动电路，其特征在于，
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该储能单元是透过该放电路径与所述多个发光二极管中其中一发光二极管的输入端

耦接。
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低频闪的发光二极管驱动电路

技术领域

[0001] 本发明是关于一种驱动电路，特别是关于一种低频闪的发光二极管驱动电路。

背景技术

[0002] 近年来环保意识快速增长，各国纷纷提倡节能减碳等环保政策。降低照明灯具所

消耗的电源即是其中一例。而目前最热门的节能灯具莫过于是发光二极管(Light 

Emitting  Diode，LED)灯照明，它因为具有节省能源、环保、寿命长与坚固耐用等优点，正逐

步取代传统灯具，并逐渐扩展至各种应用。

[0003] 由于发光二极管(light  emitting  diode,LED)是为一单方向电流驱动的元件，但

市电所提供的为交流电源，因此需对市电的交流电源进行整流以驱动发光二极管。且其发

光亮度与驱动电流的大小成正比，为了达到高亮度和亮度均匀的要求，往往需要使用许多

串接的发光二极管来提供足够光源。串联发光二极管的数量越多，导通发光二极管所需的

顺向偏压越高，可操作电压范围越小。一旦市电的电压不稳定，即会造成发光二极管的频闪

(flicker)问题。频闪是一种光源强度随着时间有明暗变化的不均匀现象，无论人眼是否能

够辨识，频闪会对人体造成不同程度的影响。

[0004] 故需对现有技术的LED驱动电路进一步改良。

发明内容

[0005] 为解决上述的问题，本发明提供一种低频闪发光二极管(LED)驱动电路，可以根据

输入电源的电压变化而相对补偿驱动电流，借以降低发光二极管发亮时的频闪。

[0006] 本揭示主要提供一种低频闪发光二极管驱动电路用以驱动一发光二极管。此驱动

电路，具有一驱动电源、一侦测单元、一储能单元以及一控制单元。此驱动电源，耦接此发光

二极管的一输入端。此侦测单元，耦接此发光二极管的一输出端，此侦测单元可根据发光二

极管的输出产生一侦测信号。储能单元，透过一充电路径与驱动电源耦接，以及透过放电路

径与发光二极管的输入端耦接。控制单元耦接侦测单元、充电路径和放电路径，控制单元根

据此侦测信号决定充电路径与放电路径是否导通。

[0007] 本揭示以特定配置方式通过一侦测单元检测一发光二极管的输出电流，并据以产

生一侦测信号，以根据此侦测信号决定是否提供额外的电流给耦接的发光二极管。如此一

来，当发光二极管驱动电流发生改变，而由侦测单元检知时，一额外的驱动电流会被补偿给

发光二极管，降低频闪问题。

附图说明

[0008] 图1是根据本揭示内容的一实施例所绘示的一种发光二极管驱动电路的示意图；

以及

[0009] 图2是根据本揭示内容的一实施例所绘示的一种发光二极管驱动电路的详细电路

图。
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具体实施方式

[0010] 请参阅图1，图1是根据本揭示内容的一实施例所绘示的一种发光二极管驱动电路

的示意图。如图1所示，本发明发光二极管驱动电路100是用以驱动发光二极管102，具有一

驱动电源101、一侦测单元103、一储能单元106以及一控制单元104。其中驱动电源101耦接

此发光二极管102的一输入端，用以提供驱动电流给发光二极管102。在一实施例中，驱动电

源101为一整流电路，耦接一交流市电110，用以将交流市电110的交流电整流后提供给发光

二极管102。侦测单元103则耦接发光二极管102的输出端，用以侦测发光二极管102的输出

电流，以根据此输出电流产生一对应的侦测信号。储能单元106透过一充电路径105与驱动

电源101的输出端耦接，以及透过一放电路径107与发光二极管102的输入端耦接。以及一控

制单元104分别耦接侦测单元103、充电路径105与放电路径107，控制单元104可根据侦测信

号决定充电路径105或放电路径107导通。在一实施例中，当控制单元104根据此侦测信号决

定充电路径105导通而放电路径107关断时，驱动电源101将透过充电路径105充电储能单元

106。反之，当控制单元104根据此侦测信号决定放电路径107导通而充电路径105关断时，储

能单元106将透过放电路径107提供额外电流给发光二极管102，借以补偿驱动电流。在一实

施例中，发光二极管驱动电路100可用以驱动多个发光二极管102，并不以一个为限，且每一

发光二极管102可包括多个串联连接的发光二极管。依此，本案侦测单元103可耦接任一级

发光二极管102输出端来检测输出电流，并进行对应驱动电流补偿，降低频闪现象。例如，本

案侦测单元103，如虚线所示，可耦接第二级发光二极管102的输出端来检测第二级发光二

极管102的输出电流，并进行对应驱动电流补偿，借此，第一级和第二级发光二极管102的驱

动电流可同时获得补偿。此外，本案储能单元106除了可透过充电路径105与驱动电源101的

输出端耦接外，亦可透过充电路径105与任一级发光二极管102输入端耦接，配合侦测单元

103对输出电流的检测来补偿特定一级发光二极管的驱动电流。

[0011] 图2是根据本揭示内容的一实施例所绘示的一种发光二极管驱动电路的详细电路

图。控制单元104还包括一开关1041、一分压电路1042以及一第一晶体管开关1043。开关

1041，具有一第一端1041a、一第二端1041b以及一控制端1041c。开关1041的第一端1041a与

充电路径105耦接，开关1041的第二端1041b与放电路径107耦接。分压电路1042，具有一第

一端1042a、一第二端1042b以及一串接点1042c，分压电路1042的第一端1042a与充电路径

105耦接，分压电路1042的串接点1042c与开关1041的控制端1041c耦接。第一晶体管开关

1043，具有一第一端1043a、一第二端1043b以及一第三端1043c，第一晶体管开关1043的第

一端1043a与分压电路1042的第二端1042b耦接，第一晶体管开关1043的第二端1043b与侦

测单元103耦接，第一晶体管开关1043的第三端1043c与一接地电压耦接。在一实施例中，此

第一晶体管开关1043为一NPN型双载子晶体管。开关1041为一P型金氧半场效晶体管。此第

一分压电路1042可具有串联于串接点1042c的二分压电阻R1和R2，串接点1042c是耦接至开

关1041的控制端1041c，由于此二分压电阻R1和R2的第一端1042a和第二端1042b是分别和

驱动电源101和第一晶体管开关1043耦接，因此可根据第一晶体管开关1043的导通与否，于

串接点1042c产生不同的输出电压给开关1041的控制端1041c，以控制开关1041的导通与

否。

[0012] 而充电路径105还包括一第一二极管105a，此第一二极管105a的阳极端与驱动电

源101的输出端耦接，此第一二极管105a的阴极端则与储能单元106和开关1041的第一端
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1041a耦接。借此第一二极管105a，让电流依一定方向对储能单元106进行充电。而放电路径

107还包括一第二二极管107a，此第二二极管107a的阳极端和开关1041的第二端1041b耦

接，第二二极管107a的阴极端和发光二极管102的输入端耦接。借此第一二极管105a，让储

能单元106依一定方向进行放电。在一实施例中，当第一晶体管开关1043关断时，此第一分

压电路1042反应驱动电源101的输出电压，而于串接点1042c上产生高位阶分压使得开关

1041关断，此时充电路径105导通而放电路径107关断时，驱动电源101透过充电路径105充

电储能单元106。反之，当第一晶体管开关1043导通时，驱动电源101经由此第一分压电路

1042于串接点1042c上产生一低于驱动电源101电压的电压使得开关1041导通，此时放电路

径107导通，而充电路径105因为第二二极管107a的关系而关断，因此储能单元106将透过放

电路径107提供额外电流给发光二极管102，借以补偿驱动电流。在一实施例中，储能单元

106为一电容。

[0013] 侦测单元103还包括有一第三二极管1031以及一第二晶体管开关1032。此第三二

极管1031的阳极端和发光二极管102的输出端耦接。而第二晶体管开关1032，具有一第一端

1032a、一第二端1032b以及一第三端1032c。其中第二晶体管开关1032的第一端1032a和第

一晶体管开关1043的第二端1043b耦接，第二晶体管开关1032的第二端1032b和第三二极管

1031的阳极端以及第二晶体管开关1032的第三端1032c耦接，而第二晶体管开关1032的第

三端1032c和第三二极管的该阴极端耦接。在一实施例中，此第二晶体管开关为一NPN型双

载子晶体管。

[0014] 依此，当发光二极管102的输出端有电流流出时，当此电流流过第三二极管1031而

产生一顺偏电压，由于第三二极管1031的阳极端耦接第二晶体管开关1032的第二端1032b，

而第三二极管1031的该阴极端和第二晶体管开关1032的第三端1032c耦接，因此此顺偏电

压会导通第二晶体管开关1032体开关，于第二晶体管开关1032的第一端1032a反应出一接

地电压。由于第二晶体管开关1032的第一端1032a和第一晶体管开关1043的第二端1043b耦

接，因此，第一晶体管开关1043被关断。此时第一分压电路1042反应驱动电源101的输出电

压，而于串接点1042c上产生高位阶分压使得开关1041关断，造成充电路径105导通而放电

路径107关断时，驱动电源101透过充电路径105充电储能单元106。换言之，储能单元106并

不提供额外电流给发光二极管102。亦即当发光二极管102的输出端有电流输出时，亦即发

光二极管102可发光没有频闪现象时，本发明不提供发光二极管102额外电流。

[0015] 反之，当发光二极管102的输出端没有电流流出时，亦即发光二极管102无法发光

而有频闪现象时，由于没有电流流过第三二极管1031，因此无法导通第二晶体管开关1032，

此时驱动电源101的输出电压透过电阻R施加在第一晶体管开关1043的第二端1043b上，使

得第一晶体管开关1043导通。当第一晶体管开关1043导通时，驱动电源101经由此第一分压

电路1042于串接点1042c上产生一低于驱动电源101电压的电压使得开关1041导通，此时放

电路径107导通，而充电路径105因为第二二极管107a的关系而关断，因此储能单元106将透

过放电路径107提供额外电流给发光二极管102，借以补偿驱动电流缓和频闪现象。

[0016] 综上所述，本揭示以特定配置方式通过一侦测单元检测一发光二极管的输出电

流，并据以产生一侦测信号，以根据此侦测信号决定是否提供额外的电流给耦接的发光二

极管。如此一来，当发光二极管驱动电流发生改变，而由侦测单元检知时，一额外的驱动电

流会被补偿给发光二极管，降低频闪问题。
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[0017] 虽然本揭示内容已以实施方式揭露如上，然其并非用以限定本揭示内容，任何熟

悉此技艺者，在不脱离本揭示内容的精神和范围内，当可作各种的更动与润饰，因此本揭示

内容的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。
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